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® Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements auf der Basis eines Nitrid-Verbindungshalbleiters 
© Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Herstellung 



eines Halbleiterbauelements auf der Basis eines Nitrid- 
Verbindungshalbleiters. In einem ersten Schritt des Ver- 
fahrens wird ein Halbleiterkorper (1) bereitgestellt, der 
mindestens einen Nitrid-Verbindungshalbleiter enthalt. 
Auf die Oberflache (6) des Halbleiterkorpers (1 ) wird in ei- 
nem zweiten Schritt eine Metallschicht (7) aufgebracht. 
Nachfolgend wird in einem dritten Schritt der Halbleiter- 
korper (1) strukturiert, wobei ein Teil der Metallschicht (7) 
und Teile des darunterliegenden Halbleiterkorpers (1) ab- 
getragen werden. 
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• _ Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung eines Halbleiterbauelements auf der Basis eines Nitrid- 
Verbindungshalbleiters nach dem Oberbegriffdes Patentan- 
spruchs 1. 

[0002] Halbleiterbauetemente der genannten Art weisen 
einen einen Nitrid-Verbindungshalbleiter enthaltenden 
Halbleiterkorper auf. Unter einem Nitrid-Verbindungshalb- 
leiter ist dabei insbesondere eine Nitridverbindung rnit Ele- 
men ten der drittcn und/odcr der fun fieri des Gruppc des Pc- 
riodensystems der chemischen Elemente zu verstehen. Dies 
sind beispielsweise Verbindungen wie GaN, AlGaN, In- 
GaN, AlInGaN, A1N und InN, die durch die Formel Al v . 
KGa^N, 0<x<l,0<y<l,0<x + y<l zusam- 
mengefaBt werden konnen. 

[0003] Die HersteLiung solcher Halbleiterbaueiemente er- 
fordert in der Regel auf der Oberflache des Halbleiterkor- 
pers die Ausbildung von Kontaktflachen, die ublicherweise 
als Metallschichten ausgefUhrt sind. 

[0004] Der zwischen der Kontaktschicht und dem Halblei- 
terkorper ausgebildete Kontaktwiderstand soil dabei mog- 
lichst gering sein, da die am Kontaktwiderstand abfallende 
" Leistung in_yeflustwarme_ umgesetzt-~ wird=urkrrnicht zum 
funktioncllcn Bctricb, beispielsweise zur Strahlungscrzcu- 
gung bei einem strahlungsemittierenden Bauelement, zur 
Verfugung stent Zudern muB fiir eine ausreichende Abfuhr 
der Verlustwarme gesorgt werden, uni eine zu starke Tenipe- 
raturerhohung des Bauelements zu vermeiden. Andernfalls 
besteht die Gefahr einer thermisch induzierten Beschadi- 
gung des Bauelements. 

[0005] Bei Galliumnitrid-basierenden Bauelementen ent- 
stehen vor allem bei p-dotierten Halbleiterbereichen in Ver- 
bindung mit einer Metallschicht vergleichsweise hohe Kon- 
taktwiderstSnde. Es hat sich weiterhin gezeigt, daB insbe- 
sondere bei strukturierten Halbleiteroberflachen, zum Bei- 
spiel bei Stegwellenleiterstrukturen, hohe Kontaktwider- 
stande auftreten. 

[0006] Dcrartigc Srcgwcllcnlcitcrstrukturcn sind bei- 
spielsweise aus Properties, Processing and Applications of 
Gallium Nitride and Related Semiconductors, EMIS Datare- 
views Series No. 23, J. H. Edgar, S. S trite (ed.), Inspec 1999, 
pp. 61 6-622 bekannt. Hierin ist ein Halbleiterlaser beschrie- 
ben, der einen Halbleiterkorper mit einer Schichtenfoige 
aufweist, die eine Mehrzahl von GaN- und AlGaN-Schich- 
ten sowie eine InGaN-Mehrfachquantentopfstruktur urn- 
fafit. Die Schichtenfoige ist auf ein SiC-Substrat aufge- 
bracht. Auf der von dem Substrat abgewandten Seite ist aus 
dem Halbleiterkorper eine langgestreckte, quaderartige 
Stegstruktur herausgeformt, die oberseitig mit einer Kon- 
taktmetallisierung versehen ist. Diese Stegstruktur bildet ei- 
nen Wellenleiter zur Fuhrung des in dem Halbleiterkorper 
crzeugten Strahlungsfcldcs. 

[0007] Zur Ausbildung einer solchen Stegstruktur wird 
ublicherweise zunachst ein Halbleiterkorper mit unstruktu- 
rierter Oberflache hergestellt, von dem nachfolgend Berei- 
che, die an den zu bildenden Steg lateral angrenzen, rnittels 
eines Atzverfahrens abgetragen werden. Der Halbleiterkor- 
per kann dann gegebenen falls mit einer Passivierungs- 
schicht versehenen werden. Zum AbschluB wird die Kon- 
taktmetallisierung aufgebracht. 

[0008] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur 
Herslellung eines Halbleiterbauelements auf der Basis eines 
Nitrid-Verbindungshalbleiters mit einer strukturierten Ober- 
flache anzugeben, das eine Kontaktschicht mit einem ver- 
besserten, insbesondere geringeren Kontaktwiderstand auf- 
weist. 

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB 
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Paten tanspruch 1 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der 
Erfindung sind Gegenstand der abhangigen Anspruche. 
[0010] ErrindungsgemaB ist vorgesehen, in einem ersten 
Schritt einen einen Nitrid-Verbindungshalbleiter enthalten- 
5 den Halbleiterkorper bereitzustellen, auf dessen Oberflache 
in einem zweiten Schritt eine Metallschicht aufgebracht 
wird, 

[0011] In einem dritten Schritt wird die Oberflache des 
Halbleiterkorpers strukturiert, wobei ein Teil der Metall- 

L0 schicht und ein Teil des darunterliegenden Halbleiterkorpers 
abgetragen wird, Als Nitrid-Vcrbindungshalblcitcr sind ins- 
besondere Verbindungen mit der Formel Al y In x Ga[. x . y N, 0 
< x < 1, 0 < y< 1,0< x + y< 1 bevorzugt. 
[0012] Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB bereits vor 

15 der Strukturierung eine Metallschicht auf den Halbleiterkor- 
per aufgebracht wird, die spater als Kontaktschicht oder als 
Teil einer Kontaktschicht dienen kann. Es hat sich gezeigt, 
daB bei der Strukturierung des Halbleiterkorpers Fremd- 
stoffe in den Halbleiterkorper eindringen oder sich auf des- 

20 sen Oberflache ansammeln konnen. Wird nachfolgend auf 
diese Oberflache eine Kontaktmetallisierung aufgebracht, so 
konnen elektrische Eigenschaften des so gebildeten Kon- 
takts, insbesondere der Kontaktwiderstand, durch die 
- Frerndstoffe verschlechtert bzw. erhoht werden. Bei der Er- 

25 findung wird cin vortcilhaft nicdrigcr Kontaktwiderstand cr- 
reicht, da durch die Aufbringung der Metallschicht vor der 
Strukturierung ein Eindringen von Fremdstoffen in den Me- 
tall-Halbleiter-Grenzbereich verhindert oder zumindest re- 
duziert wird. 

30 [0013] Zur teilweisen Abtragung der Metallschicht und 
des darunterliegenden Halbleiterkorpers wird vorzugsweise 
eine Maskentechnik herangezogen. Dazu wird auf die Me- 
tallschicht eine geeignete, an das spatere Abtragungsverfah- 
ren angepaBte Maske aufgebracht, die beispielsweise ein Si- 

35 liziumoxid enthalten kann. Die Maske selbst wird bevorzugt 
rnittels eines herkoiiunlichen photon'thographischen Verfah- 
rens ausgebildet, wobei die abzutragenden Bereiche der Me- 
tallschicht nicht mit der Maske bedeckt werden. 
[0014] Nachfolgend werden zunachst die nicht von der 

40 Maske bedeckten Bereiche der Metallschicht entfernt, so 
daB die darunterliegende Halbleiteroberflache freigelegt 
wird. Zur Entfemung der Metallschicht eignen sich bei- 
spielsweise Atzverfahren oder Rucksputterverfahren. 
[0015] Nachfolgend wird der Halbleiterkorper teilweise in 

45 Bereichen der freigelegten Halbleiteroberflache abgetragen. 
Hierfur kann ebenfalls ein Atzverfahren, zum Beispiel reak- 
tives Ionenatzen (RIE, reaktiv ion etching) oder ein naBche- 
misches Atzverfahren, dienen. AbschlieBend wird die 
Maske entfernt. 

50 [0016] Sowohl bei der Entfernung der Metallschicht als 
auch bei der Abtragung des Halbleiterkorpers bleiben die 
von der Maske bedeckten Bereiche der Metallschicht bzw. 
des darunterliegenden Halbleiterkorpers, abgeschen von 
Einwirkungen an der Abtragungsflanke, im wesentlichen 

55 unbeeinfluBt. 

[0017] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin- 
dung wird nach der Strukturierung des Halbleiterkorpers auf 
die Halbleiteroberflache und gegebenenfails auf die Metall- 
schicht eine Passivierungsschicht aufgebracht. Diese Passi- 

60 vierungsschicht dient als Schutzschicht fur die darunterlie- 
gende Halbleiteroberflache. 

[0018] Bevorzugt wird nachfolgend auf der Metallschicht 
eine Kontaktmeliillsierung ausgebildet, die auch die Passi- 
vierungsschicht bedecken kann. Diese Kontaktmetallisie- 
65 rung dient insbesondere zur Verbesserung und Optimierung 
der AnschluBeigenschaften (Bondeigenschaften) der Kon- 
taktschicht. Dazu kann die Kontaktmetallisierung bespiels- 
weise Materialien, in der Regel Metalle, enthalten, die einen 
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mechanisch stabilen DrahtanschluB mit hoher elektrischer 
Leitfahigkeit ermog lichen. Weiterhin kann die Kontaktme- 
tallisierung lateral groBere Abmessungen ais die Metall- 
schicht aufweisen, so daB die laterale Positionierung eines 
Drahtanschlusses erleichtert wird. Hierbei wird Yorteilhaf- 
terweise die Passivierungsschicht zugleich als elektrische 
Isolation zwlschen der Kontaktmetallisierung und der Halb- 
leiteroberflache yerwendet. 

[0019] Bei dieser Ausfuhrungsform ist es zweckmafiig, 
die Passivierungsschicht so auszubilden, daB zurnindest 
Tcilc der Mctallschicht nicht mit der Passivierungsschicht 
bedeckt werden, so daB die nachfolgend aufgebrachte Kon- 
taktmetallisierung in diesen unbedeckten Bereichen unmit- 
telbar an die Metallschicht grenzt und ein elektrisch gut lei- 
tender Kontakt zwischen der Metallschicht und der Kontakt- 
metallisierung ausgebiidet wird. 

[0020] Vorzugsweise wird zur Aufbringung und Formung 
der Passivierungsschicht ebenfalls eine Maskentechnik an- 
gewandt. Hierbei wird zunachst eine durchgehende Passi- 
vierungsschicht auf die Halbleiteroberflache und die Metall- 
schicht aufgetragen. Die durchgehende Passivierungs- 
schicht wird mit einer Maske versehen, wobei die Passivie- 
rungsschicht in Bereichen, in denen sie an die Metallschicht 
grenzt, unbedeckt bleibt. Nachfolgend werden diese unbe- 
deckten Tcilc der Passivierungsschicht abgctragen, bci- 
spieisweise mittels eines Atzverfahrens, und abschlieBend 
die Maske entfernt. Die Maske selbst kann wiederum photo- 
lithographisch hergestellt werden. 

[0021] Bei Halbleiterlasem auf der Basis von Nitrid-Ver- 
bindungshalbleitem kann das erfindungsgemaBe Verfahren 
vorteilhafterweise zur Herstellung von Stegwellenleiter- 
strukturen angewandt werden. Halbleiterlaser werden mit 
vergleichsweise hohen Stromen betrieben und erfordern zu- 
dern hinsichtlich ihrer optischen Eigenschaften eine mog- 
lichst gleichbleibende Betriebsternperatur bzw. eine ausrei- 
chende Kuhlung, so daB eine Verringerung des Kontaktwi- 
derstands besonders vorteilhaft ist. Aber auch bei anderen 
Halbleiterbauelernenten mit einer strukturierten Oberflache 
kann mittels der Erfindung der Kontaktwidcrstand rnit Vor- 
teil gesenkt werden. 

[0022] Weitere Merkmale, Vorzuge und ZweckmaBigkei- 
ten der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgend in Ver- 
bindung mit den Fig. 1 und 2 erlauterten Ausfuhrungsbei- 
spielen. 

[0023] Es zeigen 

[0024] Fig. la bis li eine schemadsche Abiaufdarstellung 
eines AusfUhrungsbeispiels eines erfindungsgemaBen Her- 
stellung s verfahren und 

[0025] Fig. 2 eine Strom-Spannungs-KennLinie eines er- 
findungsgemaB hergestellten Halbleiterbauelements im Ver- 
gleich zu einem Bauelement nach dem Stand der Technik. 
[0026] Gleiche oder gleich wirkende Element sind in den 
Figurcn mit dcnsclbcn Bczugszcichcn versehen. 
[0027] Im ersten Schritt des in Fig. 1 dargestellten Her- 
stellungsverfahrens wird ein Halbleiterkorper 1 auf der Ba- 
sis von Nitrid-Verbindungshalbleitern bereitgestellt, Fig. la. 
Der Halbleiterkorper kann beispielsweise eine aktive, strah- 
lungserzeugende Schicht 2, vorzugsweise mit einer Quan- 
tentopfstruktur 3, sowie weitere Nitriri-Verbinriungshalblei- 
terschichten 4a, 4b enthalten, die auf ein Substrat 4 aufge- 
bracht sind. Das Substrat wird hierbei als Teil des Halblei- 
terkorpers betrachtet, wobei das Substrat selbst kein Halb- 
leiter sein muB. Die aktive Schichl 2 kann zum Beispiel eine 
Quantentopfstruktur mit einer oder mehreren InGaN- 
Schichten aufweisen, der ein- oder beidseitig GaN- oder Al- 
GaN-Schichten 4a, 4b als Wellenleiter- und/oder Mantel- 
schichten nachgeordnet sind. 

[0028] Vorzugsweise werden die Halbleiterschichten epi- 
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taktisch auf dem Substrat abgeschieden. Hierfiir eignen sich 
bei Nitrid-Verbindungshalbleitern insbesondere SiC-Sub- 
strate und Saphirsubstrate. 

[0029] Zur Ausbildung eines strahlungserzeugenden pn- 
5 tTbergangs ist bei dem Ausfuhrungsbeispiel die zwischen 
der aktiven Schicht 2 und dem Substrat 5 angeordnete Halb- 
leiterschicht 4b n-dotiert, beispielsweise mit Silizium, und 
die beziiglich der aktiven Schicht 2 gegeniiberliegende 
Schicht 4b p-dotiert, beispielsweise mit Magnesium oder 
10 Zink. 

[0030] Im nachstcn Schritt wird auf der substratabgc- 
wandten Oberflache des Halbleiterkorpers 6 eine Metall- 
schicht 7 abgeschieden, Fig. lb. Die Metallschicht 7 kann 
beispielsweise eine Platinschicht mit einer Dicke zwischen 
15 5 nm und 500 nm, bevorzugt zwischen 40 nm und 120 nm 
sein, wobei sich Schichtdicken von etwa 100 nm als vorteil- 
haft erwiesen haben. 

[0031] Nachfolgend wird auf der Metallschicht eine 
Maske 8, beispielsweise aus SiO^, ausgebiidet. Dazu wird 

20 zunachst eine durchgehende Maskenschicht, zum Beispiel 
eine 500 nm dicke Si02-Schicht, auf die Metallschicht 7 
aufgebracht, Fig. lc. Die Maske kann mittels eines her- 
kommlichen photolithographischen Verfahrens hergestellt 
werden durch Auftragen eines Ehotolacks 9,.Beiichten, Ent- 

25 wickcln des Photolacks, Entfcmcn der bclichtctcn oder un- 
belichteten Bereiche (je nachdem, ob ein Posidv- oder Ne- 
gadvlack verwendet wird) und Abtragen, beispielsweise 
Abatzen, der nicht mit dem Photolack bedeckten Bereiche 
der Maskenschicht 8, Fig. Id. 

30 [0032J Nachfolgend wird der Halbleiterkorper 1 struktu- 
riert. Dazu werden zunachst die nicht mit der Maske 8 be- 
deckten Teile der Metallschicht 7 entfernt (Fig. le) und dann 
Teile des darunterliegenden Halbleiterkorpers abgetragen 
(Fig. If). 

35 [0033] Die Metallschicht 7 wird vorzugsweise durch 
Riicksputtern entfernt oder abgeatzt. Zur teilweisen Abtra- 
gung der angrenzenden Halbleiterschicht 4b eignen sich bei- 
spielsweise naBchemische Atzverfahren oder RIE- Verfah- 
ren. 

40 [0034] Bei dem gezeigten Aufuhrungsbeispiel wird die 
Halbleiterschicht im wesentlichen in senkrechter Richtung 
zur Schichtebene abgetragen. Zur Ausbildung eines Wellen- 
leiterstegs ist die Maske 8 in der Aufsicht (nicht dargestellt) 
streifenformig ausgefiihrt. Auf der substratabgewandten 

45 Seite der Schicht 4b wird so vermittels der Abtragung eine 
langgestreckte, quaderardge Halbieiterstruktur ausgeformt, 
die den genannten Stegwellenleiter bildet. 
[0035] Im nachsten Schritt wird eine Passivierungsschicht 
10, beispielsweise aus einem Siliziumoxid oder einem Sili- 

50 ziumnitrid, auf den Halbleiterkorper aufgebracht, Fig. lg. 
Dabei wird zunachst eine durchgehende Passivierungs- 
schicht abgeschieden. Um eine Offhung in der Passivie- 
rungsschicht zu der Mctallschicht zu biiden, wird die Passi- 
vierungsschicht mit einer weiteren Maske 11, beispielsweise 

55 eine Photolackmaske versehen, wobei Teile der Passivie- 
rungsschicht 10 in Bereichen, in denen die Passivierungs- 
schicht an die Metallschicht 7 grenzt, nicht mit der Maske 11 
bedeckt werden. Die Maske 11 kann beispielsweise, wie be- 
reits beschrieben, mittels eines photolithographischen Ver- 

60 fahrens hergestellt werden. 

[0036] In den von der Maske 11 unbedeckten Bereichen 
wird nun die Passivierungsschicht 10 abgetragen, beispiels- 
weise abgeatzt, so daB die Metallschicht 7 zurnindest leil- 
weise freigelegt wird. Danach wird die Maske 11 entfernt. 

65 [0037] Zum Abschlufi des Verfahrens wird auf der sub- 
stratabgewandten Seite des Halbleiterkorpers eine Kontakt- 
metallisierung 12 groSflachig aufgebracht, Fig. Ih. Die 
Kontaktmetallisierung 12 steht zurnindest in Teilbereichen 
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in unmittelbarem Kontakt zu der Metallschicht 7 und be- 
deckt teilweise auch die Oberfiache der Passivierungs- 
schicht 10. 

[0038] Die KontaktmetaLlisierung 12 bildet eine elektri- 
sche AnschluBflache des Bauelements, iiber die in Verbin- 5 
dung mit der Metallschicht 7 im Betrieb ein Strom in das 
Bauelement. eingepragt werden kann. Durch die groBfla- 
chige Ausfiihrung wird die Ausbildung eines elektrischen 
Anschlusses erleichtert. Ein unmittelbarer AnschluB an die 
Metallschicht 7 wurde irn Vergleich dazu, sofem moglich, 10 
cine dcutlich hohcrc latcralc Positionicrgcnauigkcit crfor- 
dem. Zudem ware die Materialauswahl fiir die Metallschicht 
starker eingeschrankt, da die Metallschicht einerseits einen 
guten elektrischen und mechanischen Kontakt mit dem 
Halbleiterkorper bilden und andererseits vorteilhafte An- 15 
schluBeigenschaften (Bondeigenschaften) hinsichtlich eines 
elektrischen Anschlusses aufweisen soil. 
[0039] Die Kontaktmetallsierung 12 hingegen kann insbe- 
sondere hinsichtlich eines spater anzubringenden elektri- 
schen Anschlusses optimiert werden. Vorzugsweise wird die 20 
Kontaktmetallisierung in mehreren Schichten (nicht darge- 
stellt) aufgebracht. Dabei konnen beispielsweise eine Utan- 
schicht als Haftvermittler, eine Palladium- oder Platin- 
...schicht als_DffFusionssperr&-und' eirie Goldschicht, die die 
AnschiuBobcrflachc bildet, als Kontaktmetallisierung 12 25 
kombiniert werden. 

[0040] Das in Fig. 1 gezeigte Verfahren wurde der Uber- 
sichtlichkeit halber an einem einzelnen Halbleiterkorper er- 
lautert. Vorteilhafterweise kann das Verfahren auch im Rah- 
men des Kertigungsprozesses bei noch nicht vereinzelten 30 
Halbleiterkorpern im Waferverbund durchgefuhrt werden. 
Weitergehend konnen auch einzelne Schritte oder Schrittfol- 
gen des Verfahrens, insbesondere die Aufbringung der Me- 
tallschicht und die nachfolgende Strukturierung, im Wafer- 
verbund erfolgen und die Ubrigen Schritte an vereinzelten 35 
Halbleiterkorpern durchgefiihrt werden. 
[0041] In Fig. 2 sind Strom-Spannungs-Kennlinien eines 
erfindungsgemaB hergestellten Bauelements im Vergleich 
zu cincm Bauelement nach dem Stand der Tcchnik dargc- 
stellt. 40 
[0042] Die Kennlinien wurden an Laserdioden auf Galli- 
umnitrid-Basis mit einem Stegwelienleiter (Stegbreite 5 urn, 
Steglangen 600 urn) gemessen. Bei dem erfindungsgernaBen 
Bauelement wurde die Metallschicht Fig. 1 entsprechend 
vor der Stegstrukturierung auf die p-leitende Seite des Haib- 45 
leiterkorpers aufgebracht, bei dem Bauelement nach dem 
Stand der Technik hingegen nach der Offnung der Passivie- 
rungsschicht. 

[0043] Aufgetragen ist jeweiis die an der Laserdiode ab- 
fallende Spannung U in Abhangigkeit eines eingepragten 50 
Betrieb stroms I. Die Linie 13 und die zugehorigen MeB- 
punkte geben das MeBergebnis fur die erfindungsgemaBe 
Laserdiode, die Linie 14 und die zugehorigen McBpunktc 
das MeBergebnis fur die Laserdiode nach dem Stand der 
Technik wieder. 55 
[0044] Im gesamten MeBbereich ist die einem gegebenen 
Strom I zugeordnete Spannung U bei der Hrfindung deutlich 
geringer als bei dem Bauelement nach dem Stand der Tech- 
nik. Damit weist das erfindungsgemaBe Bauelement auch 
einen vorteilhaft verringerten Widerstand U/T auf, der im 60 
wesentlichen durch den p-seitigen Kontaktwiderstand be- 
su'mmt ist. 

[0045] Die Erliiuterung der Erfindung anhand der be- 
schriebenen Ausfuhrungsbeispiele ist selbstverstandiich 
nicht als Beschrankung der Erfindung hierauf zu verstehen. 65 
Weitergehend ist die Erfindung nicht auf Nitrid-Verbin- 
dungshalbieiter beschrankt und kann auch bei Bauelernen- 
ten mit Halbleiterkorpern anderer Halbleitermaterialsy- 
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steme, die beispielsweise GaAs, GaP ; InP, InAs, AlGaP, Al- 
GaAs, GaAlSb, InGaAs, InGaAsP, InGaALP, GaAlSbP, 
ZnSe oder ZnCdSe enthaiten konnen, angewandt werden. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines mindestens einen 
Nitrid-Verbindungshalbleiter enthaltenden Halbleiter- 
bau elements mit den Schritten 

a) Bereitstellen eines mindestens einen Nitrid- 
Vcrbindungshalblcitcr enthaltenden Halbleiter- 
korpers (1), 

b) Aufbringen einer Metallschicht (7) auf eine 
Oberfiache (6) des Halb leiterkorpers (1), 

c) Abtragen eines Teils der Metallschicht (7) und 
eines Teils des von der abgetragenen Metall- 
schicht (7) zuvor bedeckten Haib leiterkorpers (1). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Nitrid-Verbindungshalbleiter eine Verbin- 
dung mitderFonnel Al y In x Ga!. x . y N,0 < x < 1,0 < y 
<l,0<x + y<l ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Schritt c) die Schritte 

- Ausbilden, einer -Maske (8) auf der Metall- 
schicht (7), wobci ein Tcil der Metallschicht (7) 
von der Maske (8) nicht bedeckt wird, 

- Entfernen des von der Maske (8) nicht bedeck- 
ten Teils der Metallschicht (7), wobei ein Teil der 
Oberfiache (6) des Halbleiterkorpers (1) freigelegt 
wird, 

- teilweises Abtragen des Halbleiterkorpers (1) 
in Bereichen der freigeiegten Oberfiache und * 

- Entfernen der Maske (8) 
umfafit. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Maske (8) ein Siliziumoxid enthalt. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Maske (8) photolithographisch herge- 
stcllt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Metallschicht (7) mit- 
tels eines Rucksputterverfahrens oder eines Atzverfah- 
rens abgetragen wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halbleiterkorper (1) 
mittels eines Atzverfahrens abgetragen wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Verfahren fortgesetzt 
wird mit dem Schritt 

d) Aufbringen einer Passivierungsschicht (10) 
auf die Halb lei teroberfl ache (1), wobei zumindest 
ein Teil der Metallschicht (7) nicht von der Passi- 
vierungsschicht (10) bedeckt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB Schritt d) die Schritte 

- Aufbringen einer durchgehenden Passivie- 
rungsschicht (10) auf die Halbleiteroberrlache (6) 
und die Metallschicht (7), 

- Aufbringen einer Maske (11) auf der durchge- 
henden Passivierungsschicht (10), wobei zumin- 
dest in einem Bereich, in dem die Passivierungs- 
schicht (10) an die Metallschicht (7) grenzt, die 
Maske (11) die Passivierungsschicht (10) nicht 
bedeckt, 

- Entfernen von Teilen der Passivierungsschicht 
(10), die nicht mit der Maske (11) bedeckt sind 
und 

Entfernen der Maske (11) 
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umfaBt. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Passivierungsschicht (11) ein Si- 
liziumoxid enthalt. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge- 5 
kennzeichnet, daB die Maske (11) photolithographisch 
hergestellt wird. 

12. Verfahren nacli einem der Anspruche 1 bis 11, da- 
durch ge kennzeichnet, daB das Verfahren fortgesetzt 
wird mit deni Schritt e) Aufbringen einer Kontaktme- 10 
tallisicrung (12). 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB die MetaLlschicht (7) Platin 
oder Palladium enthalt. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, da- 15 
durch gekennzeichnet, daB die Dicke der Metallschicht 
(7) zwischen 5 nm und 500 nm, insbesondere zwischen 
40 nm und 120 nm liegt. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halbleiterkorper (1) in 20 
einem an die Metallschicht (7) grenzenden Bereich p- 
dotiert ist. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB der p-dotierte Bereich des . ' j: z 

Halbleiterkorper (1) mit Magnesium oder Zink doticrt 25 

ist. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halbleiterkorper (1) 
eine strahlungserzeugende aktive Schicht (2) umfaBt. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB verrnittels des teilweisen Abtragens des 
Halbleiterkorpers (1) in Schritt c) eine Halbleitersteg- 
struktur ausgeformt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Halbleiterstegstruktur zumindest ftir 35 
Teile der von der aktiven Schicht (2) erzeugten Surah- 
lung einen Wellenleiter bildet. 

20. Verfahren nach Anspruch 17 bis 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Halblcitcrbauclcmcnt cine Lu- 
mineszenzdiode ist. 40 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Lumineszenzdiode eine Lichtemissi- 
ondiode oder eine Laserdiode, insbesondere eine La- 
serdiode mit einem S teg wellenleiter, ist. 

45 
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